OSMO PREDAVANJE

OSNOVNA KOLA SA
TRANZISTORIMA SA EFEKTOM
POLJA

TIRISTORI



TRANZISTORI SA EFEKTOM
POLJA

e FET (FIELD EFFECT TRANSISTORS) - KORISTI SE
ELEKTRICNO POLJE ZA KONTROLU INTENZITETA
STRUJE IZMEDU IZLAZNIH PRIKLJUCAKA;

e ELEKTRIGNO POLJE SE JAVLIA KAO POSLEDICA
NAPONA PRIKLJUCENOG NA UPRAVLIACKU
ELEKTRODU - GEJT (GATE)

e IZLAZNI PRIKLJUGCI SE NAZIVAJU SORS
(SOURCE) I DREJN (DRAIN)

e FET TRANSISTORI SE DELE NA

JFET — SPOJNI TRANZISTORI SA EFEKTOM
POLJA

IGFET- FET SA IZOLOVANIM GEJTOM



OBLAST
PROSTORNOG
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e V0, Vg=0, KANAL IMA NAJVE CU
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e KAKO Vs RASTE SIRINA OBLASTI PROSTORNOG
TOVARA %)UZ KANALA POSTAJE SVE
NERAVNOMERNIJA(KANAL JE NAJUZI KOD DREINA)

e SVE DOK JE Vgp=Ves-Vpe>Vp

STRUJA DREIJNA ZAVISI I OD Vs I OD Vs OVA
OBLAST RADA SE NAZIVA OMSKA (TRIODNA)
OBLAST RADA



FET U ZASICENJU

o« KADA JE

* Vop=VesVps<Vp Ves=Vp

e« KANAL JE USTINUT KOD REJNA DOK KOD’SORSA
NIJE USTINUT | FET ULAZI U OBLAST ZASCENJA

KADA STRUJA DREJNA VEOMA MALO ZAVISI OD
NAPONA Vs
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STATICKA KARAKTERISTIKA
FET-A
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POLARIZACIJA FETOVA
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EKVIVALENTNO KOLO FETA
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MOSFET

e KOD MOSFETA IZMEDU METALNE ELEKTRODE GEJTA I
POLUPROVODNIKA SE NALAZI OKSID SILICIJUMA; OVA

STRUKTURA FORMIRA KONDENZATOR

e MOSFETOVI MOGU BITI :SA UGRADENIM I INDUKOVANIM

KANALOM
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STATICKE KARAKTERISTIKE MOSFETA
SA UGRADENIM KANALOM
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MOSFET SA INDUKOVANIM
KANALOM

e NEMA SLOJA POLUPROVODNIKA IZMEDU DREJNA
I SORSA

e ipc NE TECE U ODSUSTVU V¢

INDUKOVAN
KANAL

P OSNOVA P OSNOVA

. Bj




STATICKE KARAKTERISTIKE MOSFETA
SA INDUKOVANIM KANALOM
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POLARIZACIJA MOSFETOVA SA
UGRADENIM KANALOM

bip

OSIROMASEN 0BOGACEN
REZIM REZIM




POLARIZACIJA MOSFETA
SA INDUKOVANIM KANALOM




EKVIVALENTNO KOLO MOSFETA
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POJACAVA CK| STEPENI

0

POJACANJE NAPONA
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POJACAVA C SA ZAJEDNICKIM
SORSOM




POJACAVA C SA ZAJEDNICKIM
SORSOM
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STEPEN SA ZAJDNCKIM DREJNOM




STEPEN SA ZAJEDNLKIM DREJNOM
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POJACAVA C SA ZAJEDNICKIM
GEJTOM
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STEPEN SA ZAJEDNLKIM GEJTOM
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KOMPLEMENTARNI MOS
POJACAVA C (CMOS)

e POJACAVACIKI TRANZISTOR

, +V
I OPTERECENJE SU ?D 2
KOMPLEMENTARNI MOSFETOVI L V.. ST T
(JEDAN JE N A DRUGI P TIPA) L l ]
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e CMOS IMAJU VEGE POJAGANIE -
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DIGITALNI CMOS INVERTOR
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ANALOGNI PREKIDAC




TIRISTORI

TIRISTOR JE VISESLOINI POLUPROVODNICKI ELEMENT
(IZRADUJE SE OD Si) SA DVA STANJA (PROVODNO -
UKLJUCENO) I NEPROVODNO (ISKLJUCENO)

U PROVODNOM STANJU UNUTRASNJA OTPORNOST
TIRISTORA JE MALA A STRUJA PO PRAVILU VELIKA DOK JE
U NEPROVODNOM STANJU OTPORNOST TIRISTORA VELIKA
A STRUJA MALA

U ODNOSU NA TRANZISTORSKE PREKIDACE TIRISTORI
PREKIDAJU ZNATNO VECU SNAGU

POSTOJI MNOGO RAZLICITIH TIPOVA TIRISTORA ZAVISNO
OD VELICINE STRUJE U PROVODNOM SMERU (OD
NEKOLIKO MILIAMPERA DO NEKOLIKO HILJADA AMPERA) I
VELICINE NAPONA KOJI SE PREKIDA (OD NEKOLIKO
DESETINA VOLTI DO NEKOLIKO KILOVOLTI)

TIRISTORI MOGU DA IMAJU DVE TRI ILI CETIRI
ELEKTRODE



TRIODNI TIRISTOR

e CETVOROSLOINI ELEMENT SA TRI KRAJA KOJI
PROVODI STRUJU SAMO U JEDNOM SMERU:;
POMOCU TRECEG PRIKLJUCKA OMOGUCUIJE SE
PREBACIVANJE IZ PROVODNOG U NEPROVODNO
STANJE PRE DOSTIZANJA NAPONA PROBOJA
PNPN STRUKTURE

KONCENTRACIJA




EKVIVALENTNI MODEL TIRISTORA
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STATICKE KARAKTERISTKE

TIRISTORA
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CETVOROSLOJNA DIODA

e DIODNI TIRISTOR
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SIMETRICNI DIODNI TIRISTOR DIJAK




SIMETRICNI TRIODNI TIRISTOR-
TRIJAK
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KOLO ZA KONTROLU SNAGE
POTROS/CA

| —p
= _i lf?i "

. [ L 4 ;
EiB 1/ L’! ' “‘i R i
( 71 n: L “;'.’,'-
. ’ _.:'[' Lt 'ﬁ%

,“1‘ R f"uj f
. S0 ol E}?h g
.,." ! ,Mﬁ'ﬁjw -
f‘]' | f '. e | \:_‘ 11 ! :: \ _.: I ."I:‘Ill"-,‘.'""l J] ! '
L * ) - \ L \ f i -

LR b iy

|
1 - -
! i e T —
|
| - e e |

|

| — e = ._ﬂ________. . — o .. v -




